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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
© Integrierter elektrischer Transformator 
© Die vorliegende Erfindung betrifft einen Transformator 

mit einer ersten und einer zweiten Spule (20, 40), die in 

versetzten Ebenen einer Halbleiteranordnung (10, 70, 30; 

10, 30) ausgebildet sind, wobei die zweite Spule (40) vor- 

zugsweise in einem Halbleiterkorper (30) integriert ist, der 

auf einem Halbleiterkorper (10) mit der ersten Spule auf- 

gebracht ist. Die Erfindung betrifft des weiteren ein Ver- 

fahren zur Herstellung eines integrierten Transformators. 
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Beschreibung 



[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen in Halb- 
leitertechnologie integrierten Transforrnator und ein Verfah- 
ren zu dessen Herstellung. 5 
[0002] Aus der GB 217 39 56 ist ein integrierter Transfor- 
rnator bekannt, bei welchem eine Primarwicklung und eine 
Sekundarwicklung des Transformators elektrisch gegenein- 
ander isoliert auf einem Halbleitersubstrat aufgebracht sind. 
[0003] Derartige Transformatoren, die mit weiteren elek- 10 
tronischen Baueiementen, wie z. B. Transistoren, in einem 
Halbleiterkorper untergebracht sind, finden unter anderem 
Anwendung in Hochfrequenz-Schaltungen. Problematisch 
bei den bekannten integrierten Transformatoren, bei denen 
die erste und die zweite Wicklung als Leiterbahnen auf der 15 
Oberflache eines Halbleitersubstrats ausgebildet sind, ist es, 
die beiden Wicklungen galvanisch sicher zu isoUeren, so 
dass es auch bei hohen Spannungen nicht zu Spannungs- 
uberschlagen zwischen den beiden Wicklungen kommt. 
Idealerweise betragt die Spannungsfestigkeit zwischen den 20 
beiden Wicklungen 6000 V oder mehr. 
[0004] Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, einen inte- 
grierten Transforrnator zur Verfugung zu stellen, der auf ein- 
fache Weise mittels bekannter Technologien realisierbar ist 
und bei dem eine hohe Spannungsfestigkeit zwischen der 25 
Primarwicklung und der Sekundarwicklung gewahrleistet 
ist. 

[0005] Diese Aufgabe wird durch einen Transforrnator ge- 
maB den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelost. 
[0006] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind 30 
Gegenstand der Unteranspruche. 

[0007] Bei dem erfindungsgemaBen Transforrnator sind 
eine erste Spule und eine zweite Spuie, d. h. die Primarspule 
und die Sekundarspule des Transformators, in zueinander 
versetzten Ebenen einer Halbleiteranordnung ausgebildet. 35 
Die erste Spule ist dabei vorzugsweise auf oder in einem er- 
sten Halbleiterkorper ausgebildet und die zweite Spule ist 
vorzugsweise auf oder in einem zweiten Halbleiterkorper 
ausgebildet, der oberhalb des ersten Halbleiterkorpers ange- 
ordnet ist. Der Versatz der ersten Spule und der zweiten 40 
Spule in der durch die Halbleiterkorper gebildeten Halblei- 
teranordnung ermdglicht es, zwischen den beiden Spulen 
eine oder mehrere Isolationsschichten einzubringen, welche 
auf die maximal zwischen den beiden Wicklungen auftre- 
tende Spannung abgestimmt sind. 45 
[0008] Die erste Spule ist vorzugsweise als spiralformig 
verlaufende Leiterbahn auf einer ersten Isolationsschicht an 
der Oberflache des ersten Halbleiterkorpers ausgebildet und 
die zweite Spule ist vorzugsweise als spiralformig verlau- 
fende Leiterbahn auf einer zweiten Isolationsschicht an der 50 
Oberflache der zweiten Halbleiterkorpers ausgebildet. Ge- 
maB einer Ausfuhrungsform der Erfindung ist dabei eine 
dritte Isolationsschicht vorgesehen, die die erste Spule vor- 
zugsweise nach oben hin abdeckt und die zudem den ersten 
und den zweiten Halbleiterkorper gegeneinander isoliert. 55 
Diese dritte Isolationsschicht ist vorzugsweise ein auf eine 
hohe Spannungsfestigkeit ausgelegtes Polyimid. 
[0009] Ein Ziel der vorliegenden Erfindung ist es weiter- 
hin, ein Verfahren zur Herstellung eines integrierten Trans- 
formators zur Verfugung zu stellen. 60 
[0010] Das erfindungsgemaBe Verfahren sieht dazu fol- 
gende Verfahrensschritte von 



HersteUen einer zweiten Spule auf einer Oberflache des 
zweiten Halbleiterkorpers oder in dem zweiten Halb- 
leiterkorper, 

- Aufbringen des zweiten Halbleiterkorpers auf den 
ersten Halbleiterkorper. 



- Bereitsteilen eines ersten Halbleiterkorpers und Her- 
steUen einer ersten Spule auf einer Oberflache des er- 65 
sten Halbleiterkorpers oder in dem ersten Halbleiter- 
korper, 

- BereitsteUen eines zweiten Halbleiterkorpers und 



[0011] Vor dem Aufbringen des zweiten Halbleiterkorpers 
auf den ersten Halbleiterkorper wird vorzugsweise eine Iso- 
lationsschicht auf den ersten Halbleiterkorper aufgebracht, 
welche die erste Spule gegeniiber dem zweiten Halbleiter- 
korper isoUert und welche eine ausreichende Spannungsfe- 
stigkeit zwischen den beiden Spulen des Transformators si- 
chersteUt. Das HersteUen von Spulen als spiralformige Lei- 
terbahnen auf Oberflachen von Halbleiterkorpern oder in 
Halbleiterkorpem ist mittels bekannter Technologien reah- 
sierbar und beispielsweise in der GB 217 39 56 beschrieben. 
Das Aufbringen des zweiten Halbleiterkorpers auf den er- 
sten Halbleiterkorper ist von Halbleiterbauelementen, die in 
der sogenannten "Chip on Chip"-Technologie realisiert sind 
hinlangUch bekannt. Bei dieser Technologie sind beispiels- 
weise ein Chip mit einem Leistungstransistor und ein Chip 
mit einer geeigneten Ansteuerschaltung fur den Transistor, 
einem Temperatursensor oder dergleichen ubereinander an- 
geordnet sind. 

[0012] Die vorUegende Erfindung wird nachfolgend an- 
hand eines Ausfuhrungsbeispiels in Figuren naher erlautert 
In den Figuren zeigt: 

[0013] Fig. 1 eine Seitenansicht eines erfindungsgemaBen 
Transformators im Querschnitt, 

[0014] Fig. 2 Draufsicht und teilweise SchnittdarsteUung 
des Transformators gemaB Fig. 1, 

[0015] Fig. 3 einen erfindungsgemaBen Transforrnator 
wahrend verschiedener Verfahrensschritte zu dessen Her- 
steUung, 

[0016] Fig. 4 Transforrnator gemaB einer weiteren Aus- 
fuhrungsform der Erfindung in Seitenansicht im Quer- 
schnitt, 

[0017] Fig. 5 Transforrnator gemaB einer weiteren Aus- 
fuhrungsform der Erfindung in Seitenansicht im Quer- 
schnitt. 

[0018] In den Figuren bezeichnen, sofern nicht anders an- 
gegeben, gleiche Bezugszeichen gleiche Teile mit gleicher 
Bedeutung. 

[0019] Fig. 1 zeigt ein erstes Ausfuhrungsbeispiel eines 
erfindungsgemaBen integrierten Transformators. Der Trans- 
forrnator weist einen ersten Halbleiterkorper 10 mit einem 
Halbleitersubstrat 12 und einer auf dem Substrat 12 ausge- 
bildeten ersten Isolationsschicht 14, die vorzugsweise aus 
einem Halbleiteroxid besteht, auf. Das Substrat 12 besteht 
vorzugsweise aus SUizium und die Isolationsschicht aus Si- 
Uziumdioxid. 

[0020] Auf der ersten Isolationsschicht 14 ist eine erste 
Wicklung, beispielsweise die Primarwicklung, des Transfor- 
mators ausgebildet, die in dem Ausfuhrungsbeispiel von ei- 
ner Isolationsschicht 70 bedeckt ist. 

[0021] Fig. 2 zeigt eine Draufsicht auf den Transforrnator 
gemaB Fig. 1, wobei die Isolationsschicht 70 in Fig. 2 ge- 
schnitten dargesteUt ist, so dass der geometrische Veriauf 
der ersten Spule 20 auf der Isolationsschicht 14 deutlich 
wird. Die erste Spule 20 ist in dem Ausfuhrungsbeispiel als 
spiralformig verlaufende Leiterbahn ausgebildet, die vor- 
zugsweise aus einem Metall, wie beispielsweise Aluminium 
oder Kupfer, besteht. Die erste Spuie ist durch die Isolati- 
onsschicht 14 gegeniiber dem elektrisch leitenden Halblei- 
tersubstrat 12 isoUert. 

[0022] Oberhalb des ersten Halbleiterkorpers 10 ist auf 
der Isolationsschicht 70 ein zweiter Halbleiterkorper 30 an- 
geordnet, der ein Halbleitersubstrat 32 und eine dariiber an- 
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geordnete Isolationsschicht 36 aufweist. Das Halbleitersub- 
strat 32 ist vorzugsweise Silizium, die Isolationsschicht 36 
vorzugsweise Siliziumdioxid. Auf der Isolationsschicht 36 
ist eine zweite Spule, die Sekundarspule, des Transforma- 
tors angeordnet, welche in dem Ausfuhrungsbeispiel eben- 5 
falls als spiralformig verlaufende Leiterbahn ausgebildet ist. 
[0023] Der erste Halbleiterkdrper 10, die dritte Isolations- 
schicht 70 und der zweite Halbleiterkdrper 30 bilden eine 
Halbleiteranordnung, bei der die erste und die zweite Spule 
20, 40 in zueinander versetzten Ebenen angeordnet sind. 10 
[0024] Bei dem erfindungsgemaBen Transformator sind 
die erste Spule 20 und die zweite Spule 40 durch die Isolati- 
onsschicht 36 unterhalb der zweiten Spule 40 und die Isola- . .. 
tionsschicht 70, welche die erste Spule 20 umgibt, gegenein- 
ander isoliert. Die Anordnung der ersten und der zweiten 15 
Spule 20, 40 in zueinander versetzten, durch die Oberfla- 
chen der Halbleiterkdrper 10, 20 gebildeten Ebenen ermdg- 
licht bei dem erfindungsgemaBen Transformator das Anord- 
nen der Isolationsschichten 70, 36 zwischen den beiden 
Spulen 20, 40, die auf eine hohe Spannungsfestigkeit ausge- 20 
legt sind. Die Isolationsschicht 70 besteht vorzugsweise aus 
einem Polyimid, dessen Dicke oberhalb der die Spule 20 bil- 
denden Leiterbahn vorzugsweise etwa 30 um betragt. 
[0025] Zur Steigerung der Spannungsfestigkeit weist der 
zweite Halbleiterkdrper vorzugsweise eine in Fig. 1 gestri- 25 
chelt eingezeichnete weitere Isolationsschicht 34 auf, wel- 
che auf einer der ersten Isolationsschicht 36 gegenuberiie- 
genden Oberflache des Substrats 32 ausgebildet ist. 
[0026] Die vorliegende Erfindung ermdglicht die Integra- 
tion eines Transformators mit einer ersten und zweiten 30 
Spule 20, 40 und zugehdrigen an den Transformator ange- 
schlossenen Halbleiterbauelementen in einer Halbleiteran- 
ordnung. Fig. 1 zeigt gestrichelt eingezeichnet einen aktiven 
Bereich 80 in dem Halbleiterkdrper 10 und einen aktiven 
Bereich 90 in dem zweiten Halbleiterkdrper 30, in welchen 35 
jeweils Halbleiterbauelemente, beispielsweise Transistoren, 
Dioden oder auch Widerstande, realisiert sind, die an die je- 
weilige Spule 20, 40 angeschlossen sind. Die aktiven Berei- 
che 80, 90 sind dabei durch die Isolationsschichten 14, 36 
gegeniiber den Spulen isoliert. 40 
[0027] Zum Ansteuern der ersten Spule 20 sind auf der 
Isolationsschicht 14 neben der Spule Anschlusspins 50, 52 
vorgesehen, welche innerhalb des ersten Halbleiterkdrpers 
10 in nicht naher dargestellter Weise an die Enden der ersten 
Spule 20 angeschlossen sind. Die Anschlusspins kdnnen da- 45 
bei direkt an die Enden der Spule oder auch iiber die Bauele- 
mente des aktiven Bereichs 80 an die erste Spule 20 ange- 
schlossen sein. 

[0028] Entsprechend sind auf der Isolationsschicht 36 des 
zweiten Halbleiterkdrpers 30 Anschlusspins 60, 62 zum An- 50 
steuern der zweiten Spule 40 vorgesehen, wobei diese An- 
schlusspins 60, 62 in nicht naher dargestellter Weise inner- 
halb des zweiten Halbleiterkdrpers 30 an die Enden der 
zweiten Spule 40 angeschlossen sind. Die Anschlusspins 
kdnnen dabei direkt an die Enden der zweiten Spule oder 55 
auch uber die Bauelemente des aktiven Bereiches 90 an die 
zweite Spule 40 angeschlossen sein. 

[0029] Weitere Anschlusspins zum AnschlieBen der Bau- 
elemente in den aktiven Halbleiterbereichen 80, 90 sind in 
den Fig. 1 und 2 aus Griinden der tJbersichtlichkeit nicht 60 
dargestellt. 

[0030] Ein Verfahren zur Herstellung eines erfindungsge- 
maBen integrierten Transformators wird nachfolgend an- 
hand von Fig. 3 erlautert. In ersten Verfahrensschritten wird 
ein erster Halbleiterkdrper 10 hergestellt, der ein Halbleiter- 65 
substrat 12 und eine an einer Oberflache des Substrats 12 
ausgebildete erste Isolationsschicht 14 aufweist. Anschlie- 
Bend wird auf der Isolationsschicht 14 eine spiralformig ver- 
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laufende Leiterbahn als erste Spule 20 hergestellt. Hierzu 
kdnnen herkdmmliche Verfahrensschritte zur Herstellung 
von Leiterbahnen verwendet werden. In dem Halbleiterkdr- 
per 10 kdnnen des weiteren Halbleiterbauelemente zum An- 
schlieBen an die erste Spule 20 realisiert sein, wie in Fig. 3a 
durch den gestrichelt dargestellten aktiven Bereich 80 skiz- 
ziert ist. Diese Bauelemente werden mittels bekannter Ver- 
fahren zur Herstellung von integrierten Schaltungen vor 
dem Aufbringen der Isolationsschicht 14 auf das Substrat 12 
hergestellt. 

[0031] Nach dem Herstellen der ersten Spule 20 auf der 
Isolationsschicht 14 wird in einem nachsten Verfahrens- 
schritt eine Isolationsschicht 70 auf der Isolationsschicht 14 
abgeschieden, welche die erste Spule 20 uberdeckt. Das Er- 
gebnis dieses Verfahren sschrittes zeigt Fig. 3b. 
[0032] In weiteren Verfahrensschritten wird, wie in Fig. 
3c dargestellt ist, ein zweiter Halbleiterkdrper 30 bereitge- 
stellt, welcher ein Substrat 32 mit einer an einer Oberflache 
angeordneten zweiten Isolationsschicht 36 aufweist. Auf 
dieser Oberflache 36 wird, beispielsweise mittels bekannter 
Verfahren zur Herstellung von Leiterbahnen, eine zweite 
Spule 40 hergestellt, welche insbesondere als spiralformig 
verlaufende Leiterbahn ausgebildet ist. Wie auch in den er- 
sten Halbleiterkdrper 10 kdnnen in dem zweiten Halbleiter- 
kdrper in einem aktiven Bereich 90 Halbleiterbauelemente 
zum AnschlieBen an die zweite Spule 40 ausgebildet sein, 
die mittels bekannter Verfahren zur Herstellung von inte- 
grierten Schaltungen vor dem Aufbringen der Isolations- 
schicht 36 auf das Substrat 32 hergestellt werden. 
[0033] GemaB eines weiteren optionalen Verfahren s- 
schrittes ist vorgesehen, auf den zweiten Halbleiterkdrper 30 
an einer der Spule 40 abgewandten Oberflache eine weitere 
Isolationsschicht 34 aufzubringen. 

[0034] In einem nachsten Verfahrensschritt wird der in 
Fig. 3c dargestellte zweite Halbleiterkdrper 30 mit der zwei- 
ten Spule 40 auf den in Fig. 3b dargestellten ersten Halblei- 
terkdrper 10 mit der ersten Spule 20 aufgebracht und dort 
beispielsweise durch Verkleben des Halbleiterkdrpers 30 
mit der Isolationsschicht 70 befestigt. 
[0035] Fig. 4 zeigt ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel eines 
erfindungsgemaBen Transformators im Querschnitt, wel- 
ches sich von dem in Fig. 1 dargestellten dadurch unter- 
scheidet, dass keine Isolationsschicht uber der ersten Spule 
20 ausgebildet ist. Der zweite Halbleiterkdrper 30 ist bei 
diesem Ausfuhrungsbeispiel auf der ersten Isolationsschicht 
14 auf einer durch die erste Spule 20 freigelassenen Flache 
angeordnet. Die erste Spule 20 und die zweite Spule 40 sind 
bei diesem Ausfuhrungsbeispiel durch die Isolationsschicht 
14 des ersten Halbleiterkdrpers 10 und die Isolationsschicht 
36 des zweiten Halbleiterkdrpers 30 und durch eine vor- 
zugsweise vorhandene Isolationsschicht 34 an der Ruckseite 
des zweiten Halbleiterkdrpers 30 gegeneinander isoliert. 
[0036] Der erste Halbleiterkdrper 10 und der zweite Halb- 
leiterkdrper 30 bilden eine Halbleiteranordnung mit zwei 
Spulen 20, 40 die in zueinander versetzten Ebenen angeord- 
net sind. 

[0037] Fig. 5 zeigt ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel eines 
erfindungsgemaBen Transformators, bei dem der zweite 
Halbleiterkdrpers 30 um 180° gedreht gegenuber dem zwei- 
ten Halbleiterkdrpers 30 in den Fig. 1 und 4 angeordnet ist. 
Zudem ist die zweite Spule 40 des Halbleiterkdrpers 40 in 
eine Isolationsschicht 36' an der Oberflache des zweiten 
Halbleiterkdrpers 30 eingebettet. Bei dieser Ausfuhrungs- 
form sind die erste Spule 20 und zweite Spule 40 nur durch 
die Isolationsschicht 70 gegeneinander isoliert. Die Isolati- 
onsschicht 36' kann dabei in nicht naher dargestellter Weise 
auch derart ausgebildet sein, dass sie die zweite Spule voll- 
standig umgibt, so dass die erste Spule 20 und die zweite 
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Spule 40 dann durch die Isolationsschichten 36' und 70 ge- 
geneinander isoliert sind. Die beiden 20, 40 Spulen sind bei 
der Ausfuhrungsform nach Fig. 5 gegeniiber den zuvor be- 
schriebenen Ausfuhrungsformen raumlich naher zueinander 
angeordnet woraus eine verbesserte induktive Kopplung der 
Spulen 20, 40 resultiert. 

[0038] Die Ausfuhrungsbeispiele gemaB der Fig. 1, 2, 4 
und 5 zeigen jeweils Transformatoren, bei denen die Spulen 
jeweils auf oder in einem ersten und zweiten Halbleiterkor- 
per angeordnet sind. GemaB weiterer nicht naher dargestell- 
ter Ausfuhrungsformen der Erfindung ist vorgesehen, dass 
die Spulen jeweils eingebettet in Isolationsschichten iiber- 
einander in einem einzigen Halbleiterkorper angeordnet 
sind. 

Bezugszeichenliste 

10 erster Halbleiterkorper 

12 Halbleitersubstrat 

14 Isolationsschicht 

20 erste Spule 

30 zweite Halbleiterschicht 

32 Halbleitersubstrat 

34 Isolationsschicht 

36 Isolationssicht 

36' Isolationsschicht 

40 zweite Spule 

50, 52 Anschlusse der ersten Spule 
60, 62 Anschlusse der zweiten Spule 
70 Isolationsschicht 

80 aktiver Bereich des ersten Halbleiterkorpers 
90 aktiver Bereich des zweiten Halbleiterkorpers 



oder in dem Halbieiterk6rper(30), 

- Aufbringen des zweiten Halbleiterkorpers (10) 

auf den ersten Halbleiterkorper. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, bei dem vor dem Her- 
5 stellen der ersten Spule (20) eine erste Isolationsschicht 

(14) auf die Oberflache des ersten Halbleiterkorpers 
(10) aufgebracht wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, bei dem vor dem 
Herstellen der zweiten Spule (40) eine zweite Isolati- 

10 onsschicht (36) auf die Oberflache des zweiten Halblei- 
terkorpers (20) aufgebracht wird. 

10. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprii- 
che, bei dem vor dem Aufbringen des zweiten Halblei- 
terkorpers (20) auf den ersten Halbleiterkorper (10) 

15 eine dritte Isolationsschicht (70) auf die erste Spule 
aufgebracht wird. 

11. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprii- 
che, bei dem vor dem Aufbringen des zweiten Halblei- 
terkorpers (20) auf den ersten Halbleiter (10) eine Iso- 

20 lationsschicht auf der Oberflache des zweiten Halblei- 
terkorpers (30) hergesteilt wird, die der Oberflache mit 
der zweiten Spule (40) gegenuberliegt. 

12. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprii- 
che, bei dem der zweite Halbleiterkorper (30) auf den 

25 ersten Halbleiterkorper (10) aufgeklebt wird. 
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Patentanspruche 
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1. Transformator mit einer ersten und einer zweiten 
Spule (20, 40) die in verse tzten Ebenen einer Halblei- 
teranordnung (10, 70, 30; 10, 30) ausgebildet sind. 

2. Transformator nach Anspruch 1, bei dem die erste 
Spule auf oder in einem ersten Halbleiterkorper (10) 40 
ausgebildet ist und bei dem die zweite Spule (40) auf 
oder in einem zweiten Halbleiterkorper (30), die ober- 
halb des ersten Halbleiterkorpers (10) angeordnet ist, 
ausgebildet ist. 

3. Transformator nach Anspruch 1, bei dem die erste 45 
Spule (10) und/oder die zweite Spule (20) als spiralfor- 
mig verlaufende Leiterbahnen ausgebildet sind. 

4. Transformator nach Anspruch 3, bei dem die erste 
Spule (20) auf einer ersten Isolationsschicht (14) im 
Bereich einer Oberflache des ersten Halbleiterkorpers 50 
(10) ausgebildet ist und bei dem die zweite Spule (40) 
auf einer zweiten Isolationsschicht (36) im Bereich ei- 
ner Oberflache des zweiten Halbleiterkorpers (30) aus- 
gebildet ist. 

5. Transformator nach einem der vorangehenden An- 55 
spriiche, bei dem die erste Spule (29) von einer dritten 
Isolationsschicht (70) bedeckt ist. 

6. Transformator nach Anspruch 5, bei dem die dritte 
Isolationsschicht (70) ein Polyimid ist. 

7. Verfahren zur Herstellung eines Transformators, das 60 
folgende Merkmale aufweist: 

- Bereitstellen eines ersten Halbleiterkorpers 
(10) und Herstellen einer ersten Spule (20) auf ei- 
ner Oberflache des ersten Halbleiterkorpers (10) 
oder in dem Halbleiterkorper, 65 

- Bereitstellen eines zweiten Halbleiterkorpers 
(30) und Herstellen einer zweiten Spule (40) auf 
einer Oberflache des zweiten Halbleiterkorpers 



\ 



- Leerseite - 



ZEICHNUNGEN SEITE 1 



Nummer: 
Int. CI. 7 : 

Offenlegungstag: 



DE 101 00 282 A1 
H 01 L 27/08 

18. Juli 2002 



FIG1 



32 36 20 




20- 
10- 



52 
50- 



/ FZ Z Z / / /-7-7S / / / / / Sf ZZZZZ. 



s s ; s / s s s s 



y ; / / / s / / / ; s-7 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 



czzzzzzzzzzzzzz 



/ / / / S-7-, 



s / s j s-7—r 



s / s / s 



/ / s / 



z z z 



V ; ; ; ; / s ; y. 



////// / /\ 



/ 



EZZZZZZ2 ^-7-7- 



-62 
-60 



102 290/294 



ZEICHNUNGEN SEITE 2 



Nummer: 
Int. CI. 7 : 

Offenlegungstag: 



DE10100 282A1 
H OIL 27/08 

18. Juli 2002 



FIG 3a 



10 12 U 



80 



20 















— ^ 




I 











FIG 3b 



BJEU2 



10 12 14 
FIG 3c 



70 



80 



90 40 36 



20 



EUSLB 




102 290/294 



ZEICHNUNGEN SEITE 3 



Nummer 
Int. CI. 7 : 

Offenlegungstag: 



DE10100 282A1 
H 01 L 27/08 

18. Juli 2002 



FIG l* 



90 W 36 32 20 



30- 



pa &\ n 



& men 



i 



10 12 U 70 80 



FIG 5 



30- 



36- 



90 32 40 20 



v\ el pa 



10 12 U 



80 



102 290/294 



esp@cenet - Document Bibliography and Abstract 



Page 1 of 1 



Transformer comprises a first c il and a second coil formed in displaced surfaces f a 
semic nduct rdevic 

Patent Number: DE10100282 

Publication date: 2002-07-18 

Inventors): STRZALKOWSKI BERNHARD (DE); WERNER WOLFGANG (DE); STENGL JENS-PEER (DE) 

Applicant(s): INFINEON TECHNOLOGIES AG (DE) 

Requested Patent: DE1010 0282 

Application Number: DE2001 1000282 20010104 

Priority Numbers): DE2001 1000282 20010104 

IPC Classification: H01L27/08; H01F27/28; H01F19/04 

EC Classification: H01 L27/08, H01 F1 7/00A2 

Equivalents: 



Abstract 



Transformer comprises a first coil (20) and a second coil (40) formed in displaced surfaces of a semiconductor device. An 
Independent claim is also included for a process for the production of a transformer comprising preparing a first semiconductor 
body (10) and forming the first coil on the surface of this body or in the body; preparing a second semiconductor body (30) and 
forming the second coil on the surface of this body or in the body; and applying the second semiconductor body on the first 
semiconductor body. Preferred Features: The coils are formed as spiral-like conducting pathways. The first coil is covered with a 
first insulating layer (14) in the region of the first semiconductor body and the second coil is covered with a second insulating layer 
(36) in the region of the second semiconductor body. The first coil is further covered with a third insulating layer (70). 
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